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   我々はアルミニウムの自然酸化膜を用いた横型の抵抗変化型不揮発性メモリ(ReRAM)において、電極

間隔をマクロスケール(>10μm)からナノスケール(～40nm)に変えることで、抵抗スイッチの極性をユニ

ポーラ型からバイポーラ型へ制御できることを報告し[1]、抵抗スイッチ現象のメカニズムについて考

察してきた。本研究では、より一般的な成膜方法である RF スパッタリング法を用いてアルミナ膜を作

製し、同様の素子を作製し抵抗スイッチ現象について調べた。自然酸化膜を用いた時とは異なる抵抗

スイッチ現象を観測したのでこれを報告する。 

 

Fig.1 Schematic of device structure with (a) macro-gap and (b) nano-gap electrodes 

 

Fig.2 I-V characteristics of (a) macro-gap device and (b) nano-gap device 

Fig.1 に示す、電極間の幅が約 60μm のマクロギャップ素子と、約 50-100nm のナノギャップ素子を作製

した。Fig.2 に示すように、マクロギャップ素子ではほぼ電流が流れず(<1pA)、絶縁性を確認できた。一方、

ナノギャップ素子では 20V 付近と-20V 付近では SET 動作が確認され、10V 付近と-10V 付近で RESET 動作

が確認された。講演では、スパッタ膜と自然酸化膜の違いについて考察する。 
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